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Ⅰ. 서론
일반적으로 CMOS 공정을 비롯한 집적 회로에서 사

용되는 인덕터는 구현이 간단한 나선형 인덕터를 주로 

사용한다. 하지만 일반적인 나선형 인덕터는 회로 점유 

면적이 크고, 낮은 Q-지수를 가지면서 인덕턴스의 변화

에 따른 선로 기생 성분이 변한다는 단점이 있다. 이러

한 문제점을 해결하기 위해 MOSFET 을 이용한 자이레

이터 구조의 능동 인덕터가 연구되어 왔다. 하지만 자

이레이터 구조의 능동 인덕터는 한 쪽 단자가 접지되어 

있어 직렬 회로에 이용할 수 없다는 단점이 있다. 본 

논문에서는 병렬 공진 회로를 이용한 새로운 구조의 2

단자 능동 인덕터를 제안한다.

Ⅱ. 본론
그림 1 은 제안된 2 단자 능동 인덕터의 회로도이다. 

여기서 M3 와 M4 는 조정 전압(Vctrl)에 의한 가변 저항기

로 사용되며, M1 과 M2 의 게이트는 상호간 드레인에 교

차 연결되어있다. Lf 와 Cf 로 이루어진 LC 병렬 공진 

회로는 M1 과 M2 의 기생 커패시터를 상쇄시킴으로써 

높은 Q-지수를 얻을 수 있게 한다.

그림 2 의 (a)와 (b)는 각각 제안된 2 단자 능동 인덕

터의 인덕턴스 및 Q-지수에 관한 시뮬레이션 결과이다. 

제안된 2 단자 능동 인덕터는 1~6 GHz 인 주파수에서 

100 이상의 높은 Q-지수와 2 nH 이상의 인덕턴스를 얻

을 수 있었으며, 이는 지금까지 연구된 능동 인턱터에 

비해 매우 높은 Q-지수 및 동작 영역을 가진다.

(a)

(b)

그림 2. 2단자 능동 인덕터의 (a) 인덕턴스와 (b) Q지수.

Ⅲ. 결론
본 논문은 LC 병렬 공진 회로를 이용한 새로운 구조

의 2 단자 능동 인덕터의 설계 및 시뮬레이션을 나타냈

다. 제안된 회로는 1~6 GHz 의 주파수에서 100 이상의 

높은 Q-지수를 갖으며, 2 nH 이상의 인덕턴스를 갖는

다. 본 연구를 토대로, 향후 연구에서는 높은 Q-지수를 

유지하면서 더 높은 인덕턴스를 갖는 능동 인덕터에 대

한 연구할 예정이다.

참고문헌

[1] Sujin Seo, Namsik Ryu, Heungjae Choi, and Yongchae 
Jeong, “Novel high-Q inductor using active inductor 

structure and feedback parallel resonance circuit,” 

IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium, 

pp. 467-470, June 2007

그림1. 제안된 2단자 능동 인덕터의 회로도
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